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Left: Bird’s eye view of an advanced integrated circuit: the lower patterns are transistors and the vertical pillars
metallic studs which contact transistors with interconnections (not shown here). Right: Ultimate lithography

technologies allow us to pattern nanometer-sized structures (shown here, a 6 nm resist cross-section).

Gauche : Vue oblique d’un circuit intégré avancé : les structures inférieures correspondent aux transistors et
les piliers verticaux aux plots métalliques contactant les transistors avec les interconnexions (non présentes

sur la photo). Droite : Les techniques de lithographie ultime permettent de réaliser des structures de quelques
nanomètres (ici une coupe d’un motif de résine de 6 nm).
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